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はじめに 

我々は，超高真空(UHV)高周波マグネトロン

スパッタリング法を用いて，GaN 層のエピタ

キシャル成長を行っている．これまで，Al2O3

基板上に直接成長した GaN 層の基板温度依存

性やガス圧力依存性等について検討してきた． 

今回は，スパッタエピタキシー法によるGaN

層の成長において，その成長条件と結晶品質の

関係について検討を行ったので，その結果につ

いて報告する． 

実験方法 

 GaN 層の成長は，スパッタターゲットに 

Ga(6-N)を使用し，基板には 2インチ径 α-Al2O3 

(0001)を用いて行った．スパッタガスには， 

Ar(6-N)と N2(6-N)の混合ガスを用いた．成長し 

た GaN 層の評価には，X線回折(XRD)装置，走 

査型電子顕微鏡(SEM)，原子間力顕微鏡(AFM) 

等を用いた． 

実験結果 

N2 ガス混合比 6%及び 30%で成長した GaN 

層の表面 SEM 像を，それぞれ Fig.1.(a)及び(b) 

に示す．N2ガス混合比 6 %においては，全面に 

0.5 μm径程度の六角柱状の構造が見られるが， 

それ以外の領域は比較的平坦であるのが解る． 

一方，N2ガス混合比 30 %においては，全面に 

0.2 μm径程度の六角柱状の構造が見られ，非常

に荒れているのが解る．これらは，基板表面に

供給される Ga 原子量と N 原子量の割合が大

きく関係しており，ガス混合比の制御が非常に

重要であることが言える． 
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Fig.1. SEM images of GaN layers. 

(b) 30% N2 

(a) 6% N2 
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